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Abstract: Surface modification of aluminums was conducted by gas nitriding using activation powders. 
Aluminum-5Omass% magnesium alloys were used as activation powders. The aluminum nitride layer was 
formed on the aluminum surfaces by this process. The influence of processing parameters on the formation of 
the A1N layer was investigated in this study. The growth of the A1N layer was affected by nitriding time, 










を Al 合金表面に形成させる試みが古くから行われている． 
特にイオン窒化法による試みが多い 1)~ 6)．イオン窒化法で
得られる A1N 層の厚さは, 数十時間の処理時間で数マイク
ロメートル程度であり, 薄膜の窒化層しか得られない，ま
た，A1N 層と Al 基材の熱膨張率の差が大きいことから， 
窒化アルミニウム層の亀裂および剥離が生じる問題があ
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図 1 ガス窒化装置 
2. 2 被処理材および充填・活性化粉末 
被処理材には 40mm X 20mm X 5mm の純アルミニウム 
(JIs~A1050) を使用した。被処理材はアセトン洗浄を行
った後，八角形容器に投入した，充填粉末には平均粒径 
90un の A1203 粉末（昭和電工製），活性化粉末には平均粒
径 70四のAl-5Omass%Mg 粉末（関東金属製）を使用した． 
A1203 粉末と Al-5Omass%Mg粉末の混合粉末は 75g-300g と
し，Al丸粉末中に Mg 粉末を 2. 3％加えた． 
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図 5 膜厚と処理温度の関係 
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3. 1 窒化後の断面組織 





Al が検出され, 形成された窒化層は A1N と Al の複合組織
と考えられる．また，A1203 も検出され，堆積層内の A1203 
図 2 ガス窒化後の断面組織（580'C, 7h) 
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が存在しており，本窒化条件では潜伏期間は約 2. 7h であ
った．今後，潜伏期間を短くするための処理条件を検討し
ていく必要がある． 




理時間 5h のときの試料断面の観察結果であり, 図 2 と比
較して堆積層の厚さが増加している．図 7 は処理温度 
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図 4 膜厚と処理時間の関係 
図 6 ガス窒化後の断面組織（600で，5h) 
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A1203 粉末の平均粒径（pmi) 
図8 膜厚とA1203 粉末の平均粒径の関係 
























3. 5 混合粉末量の影響 
混合粉末量の影響について検討するため，窒化温度 
550で,処理時間 5h，活性化粉末 2.3％とし，混合粉末量 
75g'300gで窒化を行った．窒化層の膜厚と混合粉末量の
関係を図 10 に示す．75g~300g の混合粉末量では窒化膜
の膜厚に大きな変化はなかった． 
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図 13 ガス窒化後の断面組織（A5052) 











試料形状が 4 15X35mm の A5052 を用いて, 活性化粉末
のみで窒化を試みた, 窒化条件は 580で，処理時間 5h, 
活性化粉末量は0. 12g,0.6gとした，活性化粉末量0. 12g 
のとき，改質層は観察されはなかったが，図 11に示す
ように試料表層に粒状物が観察された，この粒状物に
対して SEMEDS による定性分析を行った結果が図 12 で








図 11 試料表層に形成された粒状物（SEM像） 
I 	 I 
「 A1 I 
~ 
I 「 
~ I ~ 
~ I ~ 
~ I ~ 
~ 
目1 
0 	 1.0 
I 
2.0 
~ 」 H" 
 
0 6.(3.0 40 5 
x線ェネルギー値（keめ 
C 	 Mg 
	 Al 
	
Cr 	 Fe 
0.28 1. 25 1. 49 5.41 6.40 
6. 23 12. 0 68. 4 13. 2 0.23 





の研究結果 7）から，試料内部の粒状物は A1N であると考  
えられる． Mg 粉末と Al 試料との接触により，Mg 元素
が Al 内に拡散していく．図 14 の Al~Mg 合金状態図に
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